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В В Е Д Е Н И Е 

Уединенные проводящие образования на непроводящей поверхности представляют 
собой планарную матрицу емкостей, которая, в свою очередь, может использоваться в ка-
честве детектора излучения определенных длин волн или элемента памяти [ 1 ]. 
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Целью данной работы являлось исследование возможности получения наност-
руктурированных пленок металлов и углерода на поверхности кремния эрозионными 
методами, а также изучение их морфологии и электрических свойств. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для осаждения пленок металлов и углерода использовалось торцевое эрозионное 
устройство (ТЭУ) [2], в котором в ходе эксперимента материал центрального элек-
трода наносился на образец. 

Методика эксперимента и режимы работы ТЭУ были оптимизированы на железном 
электроде, после чего использовался комбинированный медноуглеродный электрод. Вто-
рой случай, таким образом, позволял наносить на подлодку композиционное покрытие. 

Полученные образцы исследовались с помощью сканирующей электронной мик-
роскопии, рентгеноспектрального анализа, атомно-силовой микроскопии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Путем эрозионного осаждения были получены наноструктурированные пленки 
Fe, Cu+C на кремниевых подложках. На рис. 1, 2 приведены их СЭМ-изображения, 
на рис. 3, 4 - АСМ-изображения. Поверхность образцов покрыта сферическими об-
разованиями диаметром 70-90 нм. Данные образования лежат рядом на образцах, 
подвергнутых осаждению железа, и отстоят друг от друга на сотни нанометров на 
образцах, подвергнутых осаждению меди с углеродом. Элементный анализ указыва-
ет на то, что в «медном» случае в состав шариков входят как медь, так и углерод; а в 
основании самих шариков находятся углеродные образования. 

На рис. 5 приведено распределение по размерам медноуглеродных частиц на по-
верхности кремния, полученное из АСМ-исследований. Размер частиц в покрытии 
достигает 90 нм. Преобладают частицы диаметром 25-30 нм. 

На рис. 6 приведены результаты исследований методами АСМ электрических 
свойств полученных покрытий: распределение z-составляющей градиента электри-
ческого поля вблизи поверхности образца. 

На рис. 7 приведено распределение поверхностного потенциала: наблюдаются чере-
дующиеся заряженные и незаряженные области. Таким образом, проводящая пленка на по-
верхности образца, структурированная непроводящими участками (или наоборот), представ-
ляет собой планарный конденсатор и имеет структуру, схожую с ПЗС-матрицей [1]. 

Полученные пезультяты снияетельствуют О неоднородности и пространственной пе-

Рис. 1. СЭМ-изображения поверхности Si: однослойная наноструктурированная пленка Fe, 
как на самом образце, так и на периодических поверхностных структурах 
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Рис. 2 С')М-изображения поверхности Si: однослойна* нанострукт>рированная пленка Си + С 

Рис. 3 АСМ-изображсния поверхности Si: однос;1ойиая наноструктлрированная пленка Fe 

1» I* I- I 

Рис 4 ЛСМ-изображения поверхности Si: однослойная наноструктлрированна* пленка Си + С 
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Рис. 5. Распределение по размерам поверхностных образований (частиц) Си + С 
на поверхности Si 

Рис. 7. Распределение поверхностного 
потенциала (пленка Си + С частиц на Si) 

Рис. 6, а, б. Распределение z-составляющей градиента электрического поля 
вблизи поверхности (пленка Fe и Си + С частиц на Si) 

риодичности электрических свойств в 
плоскости о б р а з ц а 

Для практической реализации в виде 
законченного устройства нанострукту-
рированная пленка д о л ж н а быть нанесе-
на на микроэлектронную схему, которая 
обеспечит считавание /накопление заря-
да в каждой точке матрицы. 
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